


























































































































年度   研究者
1762年  Ёpinus  ・電気石の電気現象に関する研究
。電気石の表面を暖めると両電極間に電位が発生する
°WX3B3AI(AISi209)3(0′OH′F)4(W=Na′Ca′X=AI′Fe′Li′Mg)
1821年  Seebeck ・異種の半導体で作られた回路の接合部を加熱すると、置かれたコンパスが針
が動く
・針の振れ幅と方向の関係を熱電系列として配列
1833年  Peluer  ・2種類の導体に電流が流れるとその接合部で発熱、吸熱が起きる
・ゼ ベーック効果との関係は明らかにせず
1838年   Lenz   ・Bi…Sbを組み合わせた熱電文寸で、それの接合部で水を凍らせたり溶かせたりす
ることを実証
・ゼ ベーック効果とペルチェ効果の関係に気づく
1851年  丁homson ・ゼ ベーック電圧とペルチェ熱との間の関係を確立
。温度差のある同一導体に電流が流れると、熱の放出、吸収が生じる(トムソン
効果)
1885年  Rayldght ・変換効率を計算し、熱電発電の可育旨性を再提起




ゼ ベーック効果を発電技術に応用する際に熱工利レギ をー電気エネリレギ にー変換する材料の1生能(変換効率  .
ではない)を表す指数として1生能指数と呼{れるZl吃用いる。Z71ま以下のように表される。
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General Purpose Heat Source (GPHS)


















































































セミメタル 半ー導体転移(図1.12)[25]なあ あヾめ れる。
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DM縫 ZB構造 n倍 1次 2次 3次 4沢
n―fO d derivation

























































































































































6.C,M.」aworski′V Kulbachinskil′J.P Heremans′Phy .Rev.B80′233201(2009).
7.H.].Goldsmid′].Electron,Maten 41′2126(2012).
8.J.P Heremans′B.Wiendlocha′and A.M.Chamoire′Energy Environ.Sci.5′5510
(2012).
9. ].  R  Heremans′ Vi 」ovovic  E. S. Tobererr A. Saramat′ K.  Kurosaki′ A.
Charoenphakdee′S.Yamanaka′nd G.」.Snyderr Science 321′554(2008).
10.サーモエネメント、日刊工業新聞社、訳。坂田民雄、1962年
11.G.].Snyderr and E.S.Tobererr Nat.Matenフ′105(2008).
12.E.S.Tobererr A.Zevalkink′No Crisosto′and G.」.Snyderr Adv.Functi Maten 20′
4375(2010).
















and P Gogna′Adv.Matten 19′1043(2007).
23.T Koga′S.B.Cronin′Mo S.Dresselhaus′J.L.LiuK.L.Wang′Appl.Phys.Lett.77′
1490(2000).
24.YI.Ravich′B.A.Efimova′4ヽ1.Tamarchenko′Phys.Status Solidi B 48′453(1971).
25.L.D.Hicks′TC.Harrrlan′M.S.Dresselhaus′Appl.Phys.Lett.63′3230(1993).
26.A.I.Hochbaurn′R.Chen′R.D.Delgado′W.Liang′E.C,Garnett′M.Najarian′A.
Majumdarr and P Yang′Nature 451′163(2008).
27,N.W,Ashcroft and N.D.Merrnin′〃Solid State Physics′t Sauders Co‖ege Publishing
(Fort Worth′1976).




31.A.」Minnich′M.S.Dresselhaus′Z.F Ren′a d G.Chen′Energy Environ.Sci.2′
466(2009).
32.Ko F Hsu′S.Loo′F Guo′VVi Chen′].Si Dyck′C.Uher7 T Hogan′E.K.
PolychroniadisI M.G.Kanatzidis′Science 303′818(2004).
33.Y Pei′].L.Falk′E.S.Tbbererr D.L.Medlin′and G.].SyndeらAdv.Funct.Maten 21′
241(2011).
34.W.Liu′X.Yan′Go Chen′a d Z.Ren′Na o Energy l′42(2912).
35.E.Parthe′Acta Cryst.B29′2808(1973).
36.」.M.Delgado′Proc.1lth ICTMC 152′45(1998).






41.].C.Wooley′B.R.Pamplin′and R].Holrnes′].Les ―Cornrnon Metals l′362
(1959).







































































































装置は真空理工株式会社製丁C7000型レー ザ フーラッシュ法熱定数測定装置を用い、出力約 6」、波長


























第2章       Ga2Te3とGa2S 3におして見られる構造空孔の分布状態が熱伝導率に与える影響
α封37舟=m銘囃…閻
T1/メま熱パリレス照射後、試料の裏面の温度が最大上昇温度の1/2に達するまでに要する時間であり、試料の







Diffraction angle, 2e (Cu Ka, degree)
図2.3.Ga2Te3のG ―IPとG丁―RPのXRDノヾター ン
(サテライトピー クの上ヒ較のために(111)面1計目当するピー クの周辺を拡大したものをともに示す)
基本的にすべてのビー クは閃亜鉛鉱型構造に起因したピー クである。ただし、GT R¨PとGT―IPの両方の試料
において (111)ピクーの左右にその構造に起因しないピー クが現れていることがわかる。これは空子L面によるサテ
























































鉛鉱型構造に起因するピー ク以外に構造空孔の規則配列によるピー クも見られ、またメインピー クである(111)



























一原理計算によるトー タリにしトルギ のー比較によって議論できると考える。計算は CAmbttde Settal Total
Energy Package(CASTEP)を用いて次のような手‖贋でイテいました。空孔がそれぞれ点状と面状にのみ分布
するIn―TeとGaT¨e系についてそれ枷 閃亜鉛鉱型構造の基本格子を3xlxlに拡張させたスー パ セール


























‐lm‐l at 338 K、絶=晨√、ここでとは□―レンツ数 12.45x









































































































































































結晶構造      格子定数 (nm)
GaSb 閃亜鉛鉱型 0.6095[4]







































E=赫 ,α  ttL D=脇,好 〆
C=為 ,こ  卜 織 ,卜 ″



















































組成 (x) 0       0.01      0.02      0.05      0.1
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500 600 700 800
Temperature, f(K)
図3,7.(GaSb)■1_x (Ga2Te3)xの性能指数の温度依存性
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・ ホ リーレ係数測定(Van Der Pauw法)
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ゼ ベーック係数より計算した。最大値のピー クが亜鉛のドー プ量の増加とともに高温側ヘシフトすることが確認で
きた。これはキヤリア亜鉛添加によるキヤリア濃度の変イ蹴汐ェルミ順位を移動させたことが原因であると考えられ










































■  χ=0.001  +  χ=0.005
































キャリア濃度      ホ ルー移動度      有効質量     重み付き移動度
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